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はじめに：InP 基板上Ⅱ-Ⅵ族半導体は可視光を含む広い波長域に対応する光デバイス材料と

して期待される。我々は当該材料を用いた緑色／黄色発光 LED、レーザの研究を行ってい

る。その中で、高い印加電圧が課題の一つとなっている。これまでに、その原因の一つが、

デバイスの n側構造におけるZnCdSeバッファー層とMgZnCdSeクラッド層間のヘテロ接合

におけるショットキー特性であることが示された[1]。本研究では、このショットキー特性

が想定されるヘテロ障壁により説明できるのか、またヘテロ障壁とショットキー特性との

関係を調べるため、電気特性の実験値と理論解析結果を比較検討した。 

結果と考察：デバイスの n側層だけで構成された試料(Fig.1)の室温での電流電圧(J-V)特性を

Fig.2に示した。試料は n-InP 基板上に n-ZnCdSeバッファー及び n-MgZnCdSe 層によるヘテ

ロ接合を含む構造とした。得られた J-V 特性より、立ち上がり電圧が 3V近傍にあるショッ

トキー特性が見られ、これがデバイスにおける高印加電圧の原因の一つと推察された[1]。

次に、試料と同様のZnCdSe/MgZnCdSeヘテロ接合における J-V特性の理論計算を行い、Fig.2

に示した。ここで、当該ヘテロ接合における伝導帯でのエネルギー障壁(Ec)を変えながら

計算を行った。その結果、Ec =0.759eV における理論値と実験値が良く一致し、またこの

値は試料の物性値から見積もられるEc =0.68eV にも近いことから当該ヘテロ障壁が実験

値のショットキー特性の原因であることが示された。一方、Ec が低い(0.365eV)場合には

オーミック性に近づき、印加電圧も大幅に低減できることが分かった。以上より、印加電

圧の低減には、ヘテロ接合での電気特性を考慮した構造の最適化が重要であることが示さ

れた。 
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Fig.2 Experimental and theoretical J-V 

characteristics of ZnCdSe/MgZnCdSe 

hetero structures. 

Fig.1 A schematic diagram of the 

n-ZnCdSe/MgZnCdSe sample. 
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